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超伝導転移端センサ（Transition edge sensor, TES）
を用いた光検出器は、高い光子検出効率を持ち、エネル

ギー測定（分光）による光子数識別が可能であることから、

量子情報通信分野やバイオイメージング分野での応用を

目指した研究開発が行われている。TES は、入射光子の

エネルギーを超伝導体の抵抗変化として検出する。高い

検出感度を得るためには、急峻な超伝導転移と高い臨界

電流を持つことが必要となるが、成膜やプロセスの条件に

よっては、超伝導特性の劣化が起こる。そこで、本研究で

はプロセス温度が超伝導臨界温度に与える影響につい

て調査した。 

１．概要（Summary） 

【利用した主な機器】 ダイシングソー 
２．実験（Experimental） 

【実験方法】Si ウエハ上に、Ti と Au からなる超伝導近接

二重層TESを成膜し、i線ステッパを用いた光リソグラフィ

とウェットエッチングによって、長さ 250 µm×幅 25 µm の

超伝導ストリップラインからなる四端子測定用パターンに

整形する。次にダイシングソーを用いて大きさ 2.5 
mm×2.0 mm のチップに加工し、これを断熱消磁冷凍機

内へ設置して TES 素子の超伝導特性を評価した（Fig. 
1）。 

 
Fig. 1: Ti-Au superconducting bilayer devices on 

Copper holder. 
 

検出素子の作製過程で超伝導薄膜はある温度以上に

まで上昇させる必要がある。そのプロセス温度 Tp に対し、

どのように超伝導臨界温度 Tc が変化するかを明らかにす

るため、ダイシング後のチップを 130 ℃～180 ℃の範囲

で 5 分間加熱した 6 種類の薄膜の Tc を評価した。その結

果をFig. 2に示す。すべての薄膜で良好な超伝導転移を

観察した一方で、Tc は Tp とともにほぼ直線的に低下して

いくことが分かった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 Fig. 2 Critical Temperature Tc dependence of 

process temperature Tp. 
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